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はじめに：単層グラフェンは原子 1 層分の厚さの炭素原子のシートであり，高キャリア移動度，

高導電率などの魅力的な物性を持ち，結晶成長における核形成層としての研究も進展している[1]。

これまでに我々は AlN バッファ膜及び GaN バッファ膜を導入することで, グラフェン/SiO2上に

規則配列 GaN ナノコラムを実現している[2, 3]。本報告では，同一のグラフェン/SiO2基板上に波長

468～599 nmにわたる多色発光の規則配列 InGaN/GaN ナノコラムを実現したので報告する。 

 

実験結果：Si(100)基板に熱酸化膜 SiO2を 100 nm成膜し, CVD単層グラフェンを転写した基板上

に，反応性プラズマ蒸着法を用いて AlNバッファ膜を 25 nm成膜した後に, RF-MBE 法を用いて

GaNバッファ膜を成長した。GaNバッファ膜上に Tiを 5 nm蒸着し, 電子線リソグラフィを用い

てレジストをパターニングした後, ドライエッチングにより、三角格子配列 Ti マスクナノホール

パターンを作製した。規則配列ナノコラムはこのパターニング基板上に RF-MBE 法で結晶成長す

ることで得られる。Fig. 1 は規則配列 InGaN/GaNナノコラムの鳥瞰 SEM像である。パターンレイ

アウト通りの InGaN/GaNナノコラム成長が得られた。Fig. 2 は規則配列 InGaN/GaNナノコラムの

PLスペクトルである。波長 586 nmにおいてMOCVD 成長 InGaN 膜基板に比べ, 7倍の PL強度が

観測された。Fig. 3は規則配列 InGaN/GaN ナノコラムの規格化 PLスペクトルである。同一基板上

で波長 468～599 nmにわたる多色発光を得た。この結果は，グラフェンを導入することで，酸化

膜、あるいは誘電体多層膜反射鏡上で InGaN系多色集積LEDが作製可能であることを示している。 
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Fig.1 グラフェン上規則配列
InGaN/GaNナノコラム

Fig.2 規則配列InGaN/GaN

ナノコラムのPLスペクトル

Fig.3 同一基板上規則配列
InGaN/GaNナノコラムの
規格化PLスペクトル
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